
3DJ7 型硅 N沟道耗尽型低频场效应晶体管 

3DJ7 测试条件   参数

符号 

单

位 D E F G H I J 符

号 

单

位 

D～J 

PCM mW 100 Tamb ℃ 25 

VDS V 0 V(BR)GSS V ≥30 

IG μA -1 

VGS V VGS(off)+(-

1) 

极

限

参

数 V(BR)DS V ≥20 

IDS μA 1 

VDS V 10 IDSS mA <0.35 0.3～

1.2 

1～3.5 3～

11 

11～

21 

20～

30 

30～

40 VGS V 0 

VDS V 10 VGS(off) V ≤︱-4︱ ≤︱-9︱ 

ID μA 10 

VDS V 0 IGSS nA ≤100 

VGS V -10 

VDS V 10 

ID mA 3 

gfs WS ≥500 ≥

1000 

≥2000 ≥

3000

≥

4000

≥

5000

≥

6000 

f KHZ 1 

VDS V 10 Ciss ≤6 

ID mA 3 

Crss 

PF 

≤3 

f KHZ 1 

VDS V 10 

ID mA 3 

f KHZ 30 

Fn dB ≤5 

Rg KΩ 1 

VDS V 10 

主

要

技

术 

限

参

数 

Gp dB ≥12 ≥15 

f KHz 3 

外形 

 

备注 对应型号 GS1 型 D、E、F 档在 VGS=0 条件下测试 

电子技术 http://www.dzjsw.com/ 

查询3DJ7供应商查询3DJ7供应商

http://www.dzsc.com/icstock/561/3DJ7.html

